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Uktad antylokalny w dupleksowych g*oénoméwiqcyc'h sieciach konferencyjnych

Przedmiotem wynalazku jest uktad antylokalny w dupleksowych gtosnomdéwiacych sieciach konferencyj- -.

nych.

Dotychczas znane s mostkowe uktady antylokalne, w ktérych sa stosowane transformatory symetryczne
i gdzie rezystancja linii kompensowana jest réwnowaznikiem linii.

Uktad antylokalny wedfug wynalazku zawiera wzmacniacz mikrofonowy i gto$nikowy. Miedzy wzmacnia-
czem mikrofonowym i wzmacniaczem gto$nikowym jest wiaczony tranzystor, ktérego baza jest potaczona
z bazg tranzystora stopnia koricowego wzmacniacza mikrofonowego a kolektor tego tranzystora poetaczony jest
z kolektorem tranzystora stopnia wstepnego wzinacniacza gtosnikowego, za§ w emiterze tego tranzystora jest
wiaczony rezystor, najkorzystniej nastawny. -

Zastosowanie uktadu wedtug wynalazku w sieci konferencyjnej, gdzie zmienia sie liczba rozméwcoéw
pozwala na uniknigcie wzbudzeri migdzy gto$nikiem i mikrofonem.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry jest schematem

ideowym uktadu.

' Miedzy stopniem koricowym wzmacniacza mikrofonowego WM i stopniem wstepnym wzmacniacza
gtosnikowego WG jest wtaczony tranzystor T1. Baza tranzystora T1 jest potaczona z baza tranzystora stopnia
wstepnego wzmacniacza mikrofonowego WM, kolektor tranzystora T1 jest potaczony z kolektorem tranzystora

" wzmacniacza gtosnikowego WG, za$ w emiterze tranzystora T1 jest wigczony rezystor R1. Wzmacniacz
gtos$nikowy WG i wzmacniacz mikrofonowy WM jest potaczony z linia rozméwna L.

Z kolektoréw tranzystoréw stanowiacych koricowy stopieri wzmacniacza mikrofonowego WM podawany
jest sygnat na linig¢ rozméwng L. Napiecie linii steruje bazy tranzystor6w stanowigcych wstepny stopieri
wzmacniacza gto$nikowego WG. Jednocze$nie sygnat z mikrofonu podawany jest na baze tranzystora T1. Prad
kolektora tranzystora T1 przeptywa przez rezystor wiaczony w kolektorze tranzystora stopnia wstepnego
wzmacniacza gto$nikowego WG. Skitadowa zmienna pradu tranzystora T1 jest przeciwna w fazie do pradu
kolektora stopnia wstepnego wzmacniacza gtosnikowego WG. Warto$¢ sktadowej zmiennej pradu kolektora
tranzystora T1 jest regulowana za pomocg rezystora R1, wtaczonego w emiter tfanzystora T1, przy czym
warto$¢ tego pradu jest tak dobrana, aby byta réwna wartosci sktadowej zmiehnej pradu kolektora tranzystora
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wstepnego stopnia wzmacniacza gto$nikowego WG, wywotanego napieciem podawanym z wzmacniacza mikrofo-
nowego WM na linie rozméwna L.
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Uktad antylokalny w dupleksoWych gtosnomoéwiacych sieciach konferencyjnych, zawierajgcy wzmacniacz
mikrofonowy i wzmacniacz gtosnikowy, znamienny tym, Ze migdzy wzmacniacz mikrofonowy i wzmac-
niacz gto$nikowy jest wiaczony tranzystor (T1), ktérego baza jest potaczona z bazg tranzystora stopnia
koricowego wzmacniacza mikrofonowego a kolektor tranzystora (T1) z kolektorem tranzystora stopnia wstepne-
go wzmacniacza gfosnikowego, za$ w emiterze tranzystora (T1) jest wiaczony rezystor (R1), najkorzystniej
nastawny.
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